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改めて強調するまでもなく，半導体中の格子不整合に起因する歪みの様子を把握することは，

より高品質な半導体を作成する目的にはもちろんのこと，歪みを積極的に活用した物性による応

用を展開する上でも，極めて重要な知見を与える。近年の斬新な手法により，基板の上に積層し

た最上部の表面近傍の歪みについては，多角的に情報が捉えられるようになってきた[1,2,3]。しか

しながら，もっとも重要である歪み，すなわち基板との格子不整合に起因する界面に垂直方向の

歪みの空間分布については，定量的に観察することは困難であった。 

核スピンは，言わば物質に“作り付け”られたプローブであるため，物質内部の微視的な情報

を得る強力な手法である。実際，核スピンをプローブとした核磁気共鳴法（NMR）[4]は，これま

で超伝導体や磁性体の多岐にわたる物性の発現機構を明らかにしてきた[5]。 

今回，GaAs基板の上に交互に積層された GaAs層と Al0.3Ga0.7As層において，Al核スピンをプ

ローブとした NMRを超高感度で行うことにより，Gaサイトにおける歪みの空間分布を観測した。 

得られた Al-NMR スペクトルから，以下のことが明らかとなった：①超格子構造では界面から

90%まで歪みが存在すること（＝界面から 90%以上離れれば，歪みから完全に開放されているこ

と），②得られた歪みの大きさは，試料を冷却することによる熱収縮などでは到底説明できないこ

と，③歪みの大きさは，他の表面敏感な手法[1,2,3]で報告されている値に比べ，10 倍以上大きい

こと，④得られた実験値は，予備的な数値計算の値とほぼ同程度であること。 

	 これより，GaAs界面と超格子との格子不整合による歪みが，界面垂直方向に分布する様子を核

スピンにより観測したことが強く示唆される。 

	 講演では，左図（赤線は GaAs 基板上の GaAs/ Al0.3Ga0.7As

層中の Al-NMR スペクトル）から上記の結論を得た過程を詳

細に述べる。 
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